
ANHANG A. ABKÜRZUNGENUND FORMELZEICHEN

Anhang A

Abkürzungenund Formelzeichen

Abkürzung Bedeutung
AES AugerElektronenSpektroskopie
CBD ChemicalBathDeposition
CdS CadmiumSulfid
CGS CuGaSe2
CIS CuInS2

Cu+ kupferreichePr̈aparation
CuGaSe2 KupferGalliumDiselenid
Cu(In,Ga)S2 KupferIndiumGalliumDisulfid
Cu(In,Ga)(S,Se)2 KupferIndiumGalliumDisulfoselenid
CuInS2 KupferIndiumDisulfid
CuInSe2 KupferIndiumDiselenid
CVD ChemicalVapourDeposition
CVT ChemicalVapourTransport
CZH CuGaSe2-ZnSe-Heterostruktur
EDX Energy DispersiveX-RayAnalysis
Ga+ galliumreichePr̈aparation
GaAs GalliumArsenid
HRXRD High ResolutionX-RayDiffraction
ICP IonisationChemical
KCN Kaliumcyanitlösung
MBE MolecularBeamEpitaxy
MOCVD MetalOrganicChemicalVapourDeposition
MoSe2 MolybdänDiselenid
MOVPE MetalOrganicVapourPhaseEpitaxy
PVD PhysicalVapourDeposition
REM RasterElektronenMikroskop(s.a.SEM)
SCAPS-1D SolarCell CapacitanceSimulatorin oneDimension
SEM ScanningElectronMicroscopy (s.a.REM)
SIMS Sekund̈ar IonenMassenSpektrometrie
SNMS Sekund̈arNeutralteilchenMassenSpektrometrie
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Abkürzung Bedeutung
XRD X-RayDiffraction
ZnO Zink Oxid
ZnSe Zink Selenid
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ANHANG A. ABKÜRZUNGENUND FORMELZEICHEN

Formelzeichen

Esist die jeweilsgebräuchlicheEinheitangegeben.

Größe Einheit Bedeutung
a 1 Kristallachse
A m2 Fläche
B kg/(As2)=T MagnetischerFlußdichtevektor
B 1/Ω Blindleitwert (Suszeptanz)
C F(/m2) Kapaziẗat (meistproEinheitsfl̈ache)
c 1 Kristallachse,z-Richtung
Ct F KapaziẗatsbeitrageinesDefekts(meistproEinheitsfl̈ache)
Cd F Kapaziẗat der Verarmungszoneeines p-n-Überganges

(meistproEinheitsfl̈ache)
D cm2/s Diffusionskonstante
d m Abstand,Dicke
e 1 � 6022� 10

� 19 As Elementarladung
ε 1 RelativeDielektrizitätszahl
E V/m elektrischeFeldsẗarke
ε0 8 � 85 � 10

� 12 As/(Vm) Dielektrizitätskonstante
EA eV EnergiedesAkzeptorsbzgl.Valenzbandes
EC eV EnergieanderLeitungsbandkante
ED eV EnergiedesDonatorsbzgl.Leitungsbandes
EF eV EnergiedesFerminiveaus
EG eV EC

� EV

Et eV EnergieeinesDefektsbzgl.desnächstgelegenenBandes
EV eV EnergieanderValenzbandkante
F N Kraftvektor
f Hz Frequenz
G 1/Ω Leitwert (Konduktanz)
I A Stromsẗarke
i

� � 1 Imagin̈areEinheit
ı̂ A ScheitelwertderStromsẗarke
ī A Gleichstromanteil
j A MomentanwertderStromsẗarke
j A/m2 Stromdichtevektor
j A/cm2 Stromdichte
k 1 � 38 � 10

� 23 J/K Boltzmannkonstante
µ cm2/(Vs) Beweglichkeit
m kg Masse
m0 9 � 11 � 10

� 31 kg Elektronenmasse
me kg effektiveElektronenmasse
m�e m0 relativeeffektiveElektronenmasse
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Größe Einheit Bedeutung
mh kg effektiveLochmasse
m�h m0 relativeeffektiveLochmasse
µm 10

� 6 m Mikro Meter
n cm

� 3 Elektronendichte
NA cm

� 3 Akzeptorkonzentration
N

�
A cm

� 3 KonzentrationionisierterAkzeptoren
NC cm

� 3 EffektiveZustandsdichteanderLeitungsbandkante
ND cm

� 3 Donatorkonzentration
N �D cm

� 3 KonzentrationionisierterDonatoren
ni cm

� 3 intrinsischeElektronendichte
Nt cm� 3 KonzentrationeinesDefekts
NV cm

� 3 EffektiveZustandsdichteanderValenzbandkante
p cm� 3 Löcherdichte
Q As Ladungsmenge
R Ω OhmscherWiderstand(Resistanz)
X Ω Blindwiderstand(Reaktanz)
Z Ω komplexerWiderstand(Impedanz)
RH cm3/(As) Hall-Koeffizient
σ Ω � 1m

� 1 spezifischeLeitfähigkeit
t h Stunde
θ � C Temperatur
t s Zeit
T K absoluteTemperatur
U V Spannung,Potentialdifferenz
u V MomentanwertderSpannung
UD V Driftspannung(aneinemp-n-Übergang)
û V ScheitelwertderSpannung
v m/s Geschwindigkeitsvektor
w m WeitederVerarmungszone
ω s

� 1 Kreisfrequenz
Y 1/Ω komplexerLeitwert (Admittanz)
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Anhang B

Proben
Bez. Herst. Schichtfolge Analyse Absorber Puffer
1 MOVPE GaAs/CuGaSe2/ZnSe/ZnO AES,Adm. 400nm,Ga+ 2minZnSe
2 MOVPE GaAs/CuGaSe2/ZnSe/ZnO AES,Adm. 400nm,Cu+ 2minZnSe
3 MOVPE GaAs/CuGaSe2/ZnSe/ZnO Adm.,C � V 	 1200nm,Ga+ 2minZnSe
4 MOVPE GaAs/CuGaSe2/ZnSe/ZnO AES,Adm.,C � V 	 1200nm,Ga+ 1minZnSe
5 MOVPE GaAs/CuGaSe2/ZnSe/ZnO AES 1200nm,Ga+ 4minZnSe
Ga+ PVD Mo/CuGaSe2/CdS/ZnO Adm.,C � V 	 Galliumreich Standard
Cu=Ga PVD Mo/CuGaSe2/CdS/ZnO Adm.,C � V 	 quasisẗoch. Standard
Cu+ PVD Mo/CuGaSe2/CdS/ZnO Adm.,C � V 	 Kupferreich Standard
Puffer PVD Mo/CuGaSe2/CdS/ZnO Adm.,C � V 	 quasisẗoch. Verunr.
Z40 PVD(SSI) Mo/Cu(In,Ga)(S,Se)2/ZnS/ZnO Adm. ZnS,40
 C
Z50 PVD(SSI) Mo/Cu(In,Ga)(S,Se)2/ZnS/ZnO Adm. ZnS,50
 C
Z60 PVD(SSI) Mo/Cu(In,Ga)(S,Se)2/ZnS/ZnO Adm. ZnS,60
 C
DMSO+S PVD Mo/CuInS2/CdS/ZnO Adm. Oberfl̈achenbeh. Standard
DMSO PVD Mo/CuInS2/CdS/ZnO Adm. Oberfl̈achenbeh. Standard
SbCl3 PVD Mo/CuInS2/CdS/ZnO Adm. Oberfl̈achenbeh. Standard
Baseline PVD Mo/CuInS2/CdS/ZnO Adm. Standardzelle Standard
Dioxan+S PVD Mo/CuInS2/CdS/ZnO Adm. Oberfl̈achenbeh. Standard
R1 MOVPE GaAs/CuGaSe2/Mo-Kontakt Hall Cu+Grad. —
R2 MOVPE GaAs/CuGaSe2/Mo-Kontakt Hall Ga+ —
R3 MOVPE GaAs/CuGaSe2/Au-Kontakt AES,Hall Cu+ —
R4 MOVPE GaAs/CuGaSe2/Au-Kontakt AES Cu+ —
PL1 MOVPE GaAs/CuGaSe2/Mo-Kontakt Hall Cu+Grad. —
PL2 MOVPE GaAs/CuGaSe2/Mo-Kontakt Hall Cu+Grad. —
PL3 MOVPE GaAs/CuGaSe2/Mo-Kontakt Hall Cu+Grad. —
PL4 MOVPE GaAs/CuGaSe2/Mo-Kontakt Hall Cu+Grad. —
S1 MOVPE GaAs/CuGaSe2/Mo-Kontakt Hall Cu=GaGrad. —
S2 MOVPE GaAs/CuGaSe2/Mo-Kontakt Hall Cu=GaGrad. —

Es bedeutet:Adm.: Admittanzmessung,AES: Auger-Spektroskopie, Cu+: kupferreiche Pr̈aparation,
C � V 	 : Kapaziẗat-Spannungs-Messung, Ga+:galliumreichePr̈aparation,Grad.:[Cu]/[Ga]-Gradient,Hall: Hall-
Messung,Standard:StandardCdSausCBD
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